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 چکیده 
ما یک به شکل نظری یک حسگر نوری را برر اایره یرک ح ررن نرانو      

بعدی، معرفی کرریی.  ایرح ح ررن     ارتوی شکاف بلوری فوتونیک تک

و یرک حمر. نئرا ی     000/471یارای یک عامل کی ی بالا یر انرداهن  

یر مرو  برر رهونران      ) n)λ0.0236/3 مؤثر خیلی کوچه به انداهن 
nm4151باشد  با است این اه یک سراختار نرانوارتوی شرکاف یار،    ، می

ایی توانستی. میدان شکلی تشردید کننردن را یر منه ره شرکاف  رو     

محبوس کنی. و لذا یک  ئپوشانی سه بعدی و فعل و ان عال میردان  

 ای آشکار شدن به طور خیلی هیرایی افریایپ ایردا    نوری و آنالیست

کرین است   ئانهور که تخئیح هین شد یک واحد ضریب شکست به 

بدست آمدن است  به خاطر کی یت و حساسیت برالای   nm114انداهن 

قررار   56161مشرا دن یر انرداهن برالاتر ا ه    ح رن انداهن مناسب برای 

 رای  گیری  ایح بهتریح نتایج برای حسگر ای نوری بر اایه ح ررن می

باشد که  . حساسیت بالا و عامل کی ی بالا برای بلوری فوتونیک می

بهتر شدن یانپ ما را نئایپ یاین اسرت  بعرهون انرداهن کلری بررای      

 باشد می 2μm2×20بخپ ح  کنندن یک حسگر، تنها 

  

 

 واژه های کلیدی
کریستال فوتونی، رهوناتور ای نوری، سنسور ای نوری، ااتیک  رای  

 .یکپارچه

 

 

 مقدمه
 ای نوری به طور گسترین یر حسگر ای هیستی نوری بردون  یستگان

 ای استخرا  شدن برر اایره   شوند  بیشتری طرحبرچسب است این می

 ررا، داخل سررنج ررا، ترر ررای میکرویینررک یررا خرررین تشرردیدکنندن

 ای بلوری فوتونیک، قرار  ای اهسئای سهحی و ح رنتشدیدکنندن

 رای عامرل   با توجه به مییت phc ای گیرند  یر بیح اینها، ح رنمی

کی ی آنها، فعل و ان عال موای نوری قوی و کاستح اه یکپارچگی روی 

تراشرره، توجهرراا هیررایی را معهرروف خرروی کرررین اسررت  انررواعی اه  

اند  بره  یو بعدی مهرح شدن phc ای نوری بر اایه ح رن حسگر ای

 رای   ر حال اثراا آنها نسبتاً هیای  ستند، با محدوی کررین توانرایی  

 رای حسرگر یکپارچره یرا مشرا دن      آنها برای واقعری سراختح آرایره   

 رای ترک   که با شبکه phc ای نانو ارتوی چندگانه آنها، اخیراً ح رن

اند و با قدرا بعنوان یرک بسرتر   مهرح شدناند، بعدی الگوساهی شدن

اند، که مدیون مییتی برای ح  کنندن نوری موری بررسی قرار گرفته

 باشد  تأثیراا کوچک و تداخل بالای مداراا نوری، می

 ای یر کاربری ای حسی نوری، تغیر مو  بر تشدید کنندن برای ح رن

شکارسراهی  ایمای شدن بوسیله تغییر همینه ضرریب شکسرت، بررای آ   

 ا است این شدن است  رقر. مناسرب ایرح حسرگر ا یر انرداهن      آنالیت

FOM = SQ  تعریف شدن است  یر اینماn∆ /ʎ∆S=   تغییر طرول

 resʎباشرد   مری  ∆nیر ااسخ به تغییر ضریب تغیر محیهی  ∆ʎمو  

باشرد  بره  رر    عامل کی ی ایح ح رن می Qطول مو  تشدیدکنندن و 

کنرد  یر حسرگر ای   را محدوی مری  Q ،FOMو  Sحال تعایل بیح 

معئولی میدان الکتریکی اسئی، بیشتر یر منه ه عرای  شراخد یار   

 رای آشرکار   برای بدست آورین کی یتی بالا محدوی شردن، آنالیسرت  

تواند برا میردان نااایردار    شدن باقی ماین یر روکپ با ضریب ااییح می

به خراطر   حالت تشدید کنندن، واکنپ نشان ی د  بنابرایح حساسیت

 ا ااییح بوین و معئولاً فعل و ان عال ضعیف بیح میدان نوری و آنالیت

 رای مخرابراتی محردوی شردن     یر طول مو  500تا  nm500به انداهن 

 nm500حساسریتی برالاتر اه   « ونگ و  ئکارانپ»است  برای افیایپ 

اند   ای یوگانه را مهرح کرین ایی با نور ک. و ارتویرا یر طول مو 

اند  یر ایح محدوی شدن 100N . ف ط  FOMو  700اما کی یت تا 

رساله ما یک حسگر نوری بر اایه یرک ح ررن نرانوارتوی شرکاف یار     

phc کنی.  حالرت تشردیدی، اساسراً یر یرک منه ره      را ایشنهای می

تروانی.  ئپوشرانی سره بعردی را     شکاف  وایی گیرر افتراین کره مری    

 را یر حر    دان نوری را با آنالیتحداکثری نئوین و فعل و ان عال می

 ا افیایپ ی ی.  ایح حسگر ا که یارای یک حساسیت خیلری  کنندن

را یاشرت موجرب یرک     71/4×1400و کی یرت برالای    nm14/1بالای 

FOM  شوی  یر م ایسه با حسرگر ای گریار    می 000/56یر بالای

 رای  شکاف یار قبلی و ح ررن  phc ای نانوارتوی شدن قبلی با ح رن

ترری و فاررای   ررای مرا سراختار سرراین  ، یسرتگان phcرییشرکاف یار  

 PSNCیارند  بنابرایح حسگر  2μm 2×20کوچکتری به انداهن ف ط 

 رای حسرگر یکپارچره روی    ایشنهایی برای به واقعیت رساندن آرایه

 باشند ای جذاب میتراشه و مشا دن چندگانه

 

 ها:ساختارهای )ساختمان( دستگاه و طرح

تک بعدی یر شکل یک نشران یاین شردن    PSNCحسگر طرح کلی 

 رای سریلیکونی نارسرانا    است  ایح طرح به خاطر ساخت، نی.  رایی 

 اند  طراحی شدن

، بره  μm2و  nm220ضخامت لایه سیلیکونی بالایی و لایه سریلیکا ی  

باشرد   مری  176/5باشند  ضریب شکست سریلیکون  طور جداگانه می
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